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KENNWERTE (#, = 25°C -5 grd)

SX* 37 8 S8F S SI BI 3L B2
501 504 505 555 506 507 508 509 510
Zanerspannung Uz 065 48 53- 58 64- 71 7.7- B3 %4 ¥
085 55 60 66 7,3 79 88 96 108
Zenerwiderstand fr 13 3 2 2 2 2 2 & 4 1
bei elnem
PR R Jy = 100 100 100 100 100 100 100 50O 50 ma
Temperoturbeiwert Kuyz — 2 3 K] 4 5 & & grd-1
der Zenersparnung - 104
Temparoturbeiwert K 20 20 20 20 20 20 20 20 20 grd?
des - 104
Zenerwiderstondes
ZULASSIGE HOCHST- UND MINDESTWERTE (f#y = 45°C)
DurchioBsirom IFmas 1000 250 250 250 250 250 250 250 250 mA
rﬁ'l'dn 2“
Zenerstram lzmas') 175 160 145 130 115 110 100 90 mA
IZnaax®) 1400 1290 1170 1060 980 B80 800 730 mA
I2emin 10 16 10 1w ‘10 10 10 10 mA
Sperrschicht- & 155 ol
temparatur
Umgebungs- tha 55, . 125 aC
temperatur
Wiérmewliderstand Rk 8 grd/W
Rin 8 grd/wW

* in DurchloBrichtung gepolte Diode 1) Ohne Kihiblech ¥ Mit vertikalem Kiklblech
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Bastellbezeichnung elner Silizium-Leistungszenerdiode mit einer Zenersponnung Uz =

B V - Silizium-Leistungszenerdiode 52 508
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Abb. 37 Reduzierung der
Verlust Jeistung
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Abb, 39
Streubereich der Temperatur-Beiwerts
Kuyz der Zenersponnung Uz in Ab.
héingigkeit von Uz bei Iz = 100 mA

Abb, 36
Mittlere Kennlinien
(fdr o = 25°C)
Abb. 38
Mittlers
1™ 1 DurchioB-
kennlinie
125%C 257 = bel25°C
4 f 1w~ und
L 125°C
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Abb, 40

Zenerwiderstond rz  (Maximale

Waerte) in Abhéingigkeit von der
Zenerspannung Uzlgal 25°C Um-
gebungstemperatur




